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В данной работе с помощью вероятностной модели определено число слоев проводников монтажно-
го поля конструкции ИС и стандартных отклонений. Исследована функциональная зависимость ко-
личества слоев проводников монтажного поля от коэффициента Рента, степени интеграции коли-
чества элементных выходов, величин каналов проводимости и ширины проводников.   
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На начальном этапе проектирования интегральных схем (ИС) необходимо провести приблизи-
тельную оценку среднего числа  слоев проводников монтажного поля. Разработка начальных оценоч-
ных методов в процессе проектирования структуры необходима для сокращения сроков разработки 
технологий, исходя из повышенного строгого спроса к техническим параметрам [1—3]. 

Целью настояшей работы является определение  числа слоев базового кристалла с помощью 
математического моделирования. 

Предположим, что на монтажном поле ИС матричным образом расположено N  элементов. Их 
число в горизонтальном направлении обозначим через H , а в вертикальном направлении 
M ( )NMH =× , расстояние между элементами, которые используются для осуществления необхо-
димых электрических соединений по горизонтальным и вертикальным направлениям — через a  и b  
соответственно. От ширины линий связи (пропускаемость) зависят величины a  и b , т. е. число про-
водов, с помощью которых осуществляется межэлементное  соединение. 

Отношение металлической площади Sм плоскости ИС, которая покрыта проводниками, и всей 
площади S монтажной плоскости базовой конструкции назовем коэффицентом заполнения проводни-
ками передачи слоев (в данном случае не учитываются технологические конечные слои) [2] 

                                            
ìK S= S   (1) 

 Если технологический уровень позволяет создать проводники с наименьшей шириной dmin, то 
формула металлической площади SМ будет иметь вид   

                                                                  
LdS min=м ,                                                                                  (2)

 
где L  —  сумма значений длины проводников монтажного поля плоскости базовой конструкции. 

Количество проводящих слоев монтажного поля плоскости базовой конструкции можно найти, 
используя следующее отношение: 

 ( )MS KSδ =∑ , (3) 

где мS∑   — общая площадь длин проводников электрических соединений; S – вся площадь монтаж-
ного поля плоскости базовой конструкции,  

S aHbM abN≈ = . (4) 
Следовательно, число слоев монтажного поля плоскости базовой конструкции можно рассчи-

тать следующим образом: 
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ì min.d L
KabNKS

=
∑δ =

S   .  (5) 

Так как L  имеет вероятность нормального распределения, то при утвержденных величинах  ко-
эффицента наполнения K  число проводящих слоев является случайной величиной и имеет вероят-
ность нормального распределения.   

Для определения  средней сумарной длины проводников  воспользуемся следующей форму-
лой [2, 3]: 
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где p — коэффициент Рента (0 < p < 0,9). 

Среднее квадратичное отклонение [2, 3] найдем по формуле 
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Учитывая формулы (6) и  (7), получим:  
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Таким образом, на ранних этапах проектирования полученные равенства предоставляют 
возможность  определить число слоев монтажного поля  ИС, стандартное отклонение и позволяют 
изучить зависимость числа  слоев монтажного поля  от структурных параметров ИС.  
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